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DRAM LPDDR4/LPDDR4x ของ Kingston สำ�หรับแอปพลิเคชันฝังตัว

LPDDR4/LPDDR4x DRAM แบบแยกเดี่ยวจาก Kingston คิดค้นมาเพื่อตอบสนองส่วนการใช้งานที่ต้องการฟัง
ก์ชั่นสำาเร็จรูป (Embedded) ทำางานที่ความเร็วสูงโดยใช้พลังงานต่ำา

เพิ่มเติม >>

DRAM

เซกเมนต์ตล�ด

IoT เชิงอุตส�หกรรม / หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติใน
โรงง�น

เครือข่�ย 5G/โมดูลก�รสื่อส�รด้�นโทรคมน�คม 
(เร�เตอร์ WiFi และอุปกรณ์เมชเชื่อมต่อสัญญ�ณ)

อุปกรณ์สำ�นักง�น อุปกรณ์ก�รแพทย์ ATM เครื่อง
จำ�หน่�ยสินค้�

ก�รใช้ง�นบนมือถือ อุปกรณ์แบบพกพ�

สม�ร์ทโฮม (ลำ�โพงซ�วด์บ�ร์, เทอร์โมสตัท, อุปกรณ์
ออกกำ�ลังก�ย, เครื่องดูดฝุ่น, เตียง, ก๊อกน้ำ�)

สม�ร์ทซิตี้ (HVAC ไฟส่องสว่�ง ระบบตรวจสอบก�ร
ใช้ไฟฟ้�/วัดกระแสไฟฟ้� มิเตอร์จอดรถ



DRAM

เลขชิ้นส่วนและร�ยละเอียดท�งเทคนิคสำ�หรับ LPDDR4 
อุณหภูมิการใช้งานเชิงพาณิชย์

หม�ยเลขชิ้น
ส่วน คว�มจุ ร�ยละเอียด แพคเกจ

โครงร่�งก�ร
ทำ�ง�น (คำ� 

x บิต)
Mbps 

คว�มเร็ว
VDD, 

VDDQ
อุณหภูมิใน
ก�รใช้ง�น

D1621PM4CDGUI-U 16Gb 
200 ball FBGA 

LPDDR4 C-Temp
10x14.5x0.8 512Mx32 3733 Mbps 1.1V -25°C ~ +85°C 

D1611PM3BDGUI-U 16Gb 
200 ball FBGA 

LPDDR4 C-Temp
10x14.5x0.8 1Gx16 3733 Mbps 1.1V -25°C ~ +85°C 

C3222PM4CDGUI-U 32Gb 
200 ball FBGA 

LPDDR4 C-Temp
10x14.5x0.8 1Gx32 3733 Mbps 1.1V -25°C ~ +85°C 

B3221PM3BDGUI-U 32Gb 
200 ball FBGA 

LPDDR4 C-Temp
10x14.5x0.8 1Gx32 3733 Mbps 1.1V -25°C ~ +85°C 

Q6422PM3BDGVK-U 64Gb 
200 ball FBGA 

LPDDR4 C-Temp
10x14.5x1.0 2Gx32 4266 Mbps 1.1V -25°C ~ +85°C 

อุณหภูมิการใช้งานในระดับอุตสาหกรรม

หม�ยเลขชิ้น
ส่วน คว�มจุ ร�ยละเอียด แพคเกจ

โครงร่�งก�ร
ทำ�ง�น (คำ� 

x บิต)
Mbps 

คว�มเร็ว
VDD, 

VDDQ
อุณหภูมิใน
ก�รใช้ง�น

D1621PM4CDGUIW-U 16Gb 
200 ball FBGA 

LPDDR4 I-Temp
10x14.5x0.8 512Mx32 3733 Mbps 1.1V -40°C ~ +95°C 

D1611PM3BDGVIW-U 16Gb 
200 ball FBGA 

LPDDR4 I-Temp
10x14.5x0.8 1Gx16 4266 Mbps 1.1V -40°C ~ +95°C 

C3222PM4CDGUIW-U 32Gb 
200 ball FBGA 

LPDDR4 I-Temp
10x14.5x0.8 1Gx32 3733 Mbps 1.1V -40°C ~ +95°C 

B3221PM3BDGVIW-U 32Gb 
200 ball FBGA 

LPDDR4 I-Temp
10x14.5x0.8 1Gx32 4266 Mbps 1.1V -40°C ~ +95°C 

เลขชิ้นส่วนและร�ยละเอียดท�งเทคนิคสำ�หรับ LPDDR4x 
อุณหภูมิการใช้งานเชิงพาณิชย์

หม�ยเลขชิ้น
ส่วน คว�มจุ ร�ยละเอียด แพคเกจ

โครงร่�งก�ร
ทำ�ง�น (คำ� 

x บิต)
Mbps 

คว�มเร็ว
VDD, 

VDDQ
อุณหภูมิใน
ก�รใช้ง�น

D1621XM4CDGVI-U 16Gb
200 ball FBGA 

LPDDR4x C-Temp
10x14.5x0.8 512Mx32 4266Mbps 0.6V -25°C ~ +85°C

B3221XM3BDGVI-U 32Gb 
200 ball FBGA 

LPDDR4x C-Temp
10x14.5x0.8 1Gx32 4266Mbps 0.6V -25°C ~ +85°C 

Q6422XM3BDGVK-U 64Gb 
200 ball FBGA 

LPDDR4x C-Temp
10x14.5x1.0 2Gx32 4266Mbps 0.6V -25°C ~ +85°C 

คุณสมบัติหลัก ๆ
• สถาปัตยกรรม Double Data Rate: ถ่ายโอนข้อมูลสองชุดต่อรอบ

สัญญาณนาฬิกา 
• การถ่ายโอนข้อมูลความเร็วสูงผ่านสถาปัตยกรรมแบบสายท่อ 8 

บิตท่ีสืบค้นข้อมูลล่วงหน้า
• การเข้ารหัส Data Strobe เปรียบต่างแบบสองทิศทาง (DQS และ /

DQS) จะถูกส่ง/รับพร้อมกับข้อมูลเพ่ือบันทึกข้อมูลท่ีขารับ
• DQS เป็นการปรับประสานตามแนวขอบสำาหรับข้อมูลในการอ่าน 

และปรับประสานท่ีแนวกลางสำาหรับข้อมูลในการเขียน
• สัญญาณเปรียบต่างนาฬิกาขาเข้า (CK_t และ CK_c)
• DLL จะปรับประสานกับ DQ และ DQS ร่วมกับ CK
• Data mask (DM) write data-in ท้ังแนวขอบยกตัวและลดระดับ

ของ strobe ข้อมูล
• รองรับ Write Cycle Redundancy Code (CRC)
• รองรับการต้ังโปรแกรมการทำางานท่ีเหมาะกับการอ่านและเขียน

ข้อมูล
• ความยาวเบิร์ส 4/8 แบบต้ังโปรแกรมการทำางานได้ พร้อมโหมด 

nibble sequential และ interleave
• สวิตช์ควบคุม BL ท่ีพร้อมใช้งานทุกเม่ือ
• เลือกจุดแข็งของไดรเวอร์ผ่าน MRS
• รองรับ Dynamic On Die Termination
• สถานะการยกเลิกการทำางานสองสถานะ เช่น RTT_PARK และ 

RTT_NOM ท่ีส่ังการผ่านขาต่อ ODT
• รองรับขาต่อ Asynchronous RESET
• รองรับการปรับเทียบ ZQ
• รองรับการเกล่ียการเขียนข้อมูล
• ผลิตภัณฑ์น้ีได้มาตรฐานตามข้อกำาหนด RoHS
• รองรับ Internal Vref DQ level generation
• รองรับโหมด TCAR (Temperature Controlled Auto Refresh)
• รองรับโหมด LP ASR (Low Power Auto Self Refresh)
• รองรับโหมด Command Address (CA) Parity (command/

address)
• Per DRAM Addressability (PDA)
• รองรับระบบรีเฟรชแบบแยกย่อย
• รองรับ Geardown Mode(1/2 rate, 1/4 rate)
• รองรับ Self Refresh Abort
• รองรับโหมดประหยัดพลังงานสูงสุด
• ทำางานร่วมกับ Banks Grouping ค่าหน่วงเวลา CAS to CAS 

(tCCD_L, tCCD_S) สำาหรับแถวหน่วยความจำาในกลุ่มแถวเดียวกัน
หรือคนละกลุ่มกันสามารถกำาหนดรูปแบบการทำางานได้ตาม
ต้องการ

• ขาต่อ DMI รองรับการทำามาสก์ข้อมูลการเขียนและฟังก์ช่ัน DBIdc
• ใช้งานพลังงานน้อยกว่า 
• รีเฟรชข้อมูลแบบแถวต่อแถว 
• ได้มาตรฐานตามข้อกำาหนดของ JEDEC Low Power double Data 

Rate 4 (LPDDR4) 
• Partial Array Self-Refresh (PASR)  
 o การมาสก์แถวหน่วยความจำา  
 o การมาสก์เซกเมนต์  
• Auto Temperature Compensated Self-Refresh  
 o (ATCSR) ด้วยเซนเซอร์อุณหภูมิในตัว  

o รองรับการรีเฟรชแถวหน่วยความจำาโดยอัตโนมัติ ท้ังการ
รีเฟรชแถวหน่วยความจำาท้ังหมดและเฉพาะแถวท่ีกำาหนด  

• สถาปัตยกรรม Double Data Rate: ถ่ายโอนข้อมูลสองชุดต่อรอบ
สัญญาณนาฬิกา  

• สัญญาณเปรียบต่างนาฬิกาขาเข้า (CK_t และ Ck_c), การเข้ารหัส 
Data Strobe เปรียบต่างแบบสองทิศทาง (DQS และ /DQS), คำา
ส่ังส่งไปไปยังท้ังขอบขาข้ึน (rising Ck_t edge) และขอบขาลง 
(falling Ck_t edge), มีการอ้างอิงถึงข้อมูลและการมาสก์ข้อมูลไป
ยังขอบท้ังคู่ของ DQS_t  

• ขาต่อ DMI รองรับการทำามาสก์ข้อมูลการเขียนและฟังก์ช่ัน DBIdc 

เอกสารนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
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